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FOTOTRANZYSTOR J BPXP 27

BPXP 27 jest krzemowym e pi planarnym fototranzystorem n-p-n 
o bardzo dużej czułości, Posiada wyprowadzaną bazę. Montowany 
jest w obudowie plastikowej z soczewką. Znajduje zastosowanie 
w układaoh automatyki sterowania w przetwomikaoh analogowo- 
cyfrowyoh itp.

Kropka oznaczająca emiter

Rys„i. Obudowa fotranżystora BPXP 27

DOPUSZCZALNE PARAMETRY RKS PLO AT AO Y JN12 ,
Napijcie kolektor-buza 
Napięcie kolektor-emiter 
Napięcie emiter-baza 
Napi (¿o i e emi t er-kol ektor

UCD 70 V

UCE = 5GV

U1CB = . 7V
u =

max 55



Moc całkowita strat /t , <  45°C/
¡.imb

Temperatura złącza
Zakres temperatury otoczenia 
w czasie pracy

P, , - 100 mV/tot
t. = 100°C .0
t « -40° do -h70°C amb

PARAMETRY CHARÁKTERY8TYC ZNE

Nazwa parametru 3ymbol Jedn. Wartość

min typ max
Warunki 
poiai aru

Natężenie prądu 
ciemnego

Natyżenie prądu 
jasnego

Widmowy zakres 
pracy

Długoóć fali 
dla maksymalnej' 
czułości widmo­
wej
Kąt połówkowy 
wiązki absor­
bowanej
Czas opóźnienia
Czas narastania
('zas magazyno­

wania
Czas opadania
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Rys.3.Charakterystyka kątowa czułości I3BXP 27
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Rys. 2. Char akt ery sty k l prąd owo-n a p ięć i  owe fototranzystora BPXP 27
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